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comprises a temperature -controlled delay device (10) producing a 
delay (20) to 

the clock signal which is then output. 

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for a 
semiconductor memory device comprising the above. 

USE - As a synchronization unit for a semiconductor memory device, 
especially a 

high-frequency device or a DDR-RAM memory chip (claimed) 
ADVANTAGE - A very reliable tuning of clock signals is achieved. 
DESCRIPTION OF DRAWING (S) - A flow diagram of the system is shown, 
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input signal Cin 
output signal Cout 
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(54) Bezeichnung: Synchronisationseinrichtung fur eine Halbleiterspeichereinrichtung 

(57) Zusammenfassung: Zur Erzielung einer moglichst sta- 
bilen Synchronisation von Taktsignalen ist bei einer Syn- 
chronisationseinrichtung (10) fur eine Halbleiterspeicher- 
einrichtung (100) eine temperaturgesteuerte Verzogerung 
(20) vorgesehen, durch welche eine von einer Betriebstem- 
peratur (9) abhangige Signal verzogerung (At(0)) erzeugbar 
ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Syn- 
chronisationseinrichtung fur eine Halbleiterspeicher- 
einrichtung gemafi dem Oberbegriff von Anspruch 1 
sowie eine Halbleiterspeichereinrichtung. 
[0002] Bei Halbleiterspeichereinrichtungen findet 
der Betrieb auf der Grundlage eines extern vorgege- 
benen oder intern erzeugten Taktsignals statt. Auf der 
Grundlage des vorliegenden Taktsignals werden 
Speicherinhalte in der Halbleiterspeichereinrichtung 
gespeichert, ausgelesen oder geioscht. Da Halblei- 
terspeichereinrichtungen aus einer Vielzahl von Spei- 
chereinheiten bestehen und da in der Regel eine 
Mehrzahl von Halbleiterspeichereinrichtungen in ei- 
ner Schaltungsanordnung gemeinsam und insbeson- 
dere gemeinsam getaktet verwendet werden, ist 
beim Betrieb und beim Design moderner Halbleiter- 
speichereinrichtungen der Synchronizitat der jeweili- 
gen Taktsignale zueinander und der dann ausgege- 
benen Daten Rechnung zu tragen, damit einem je- 
weiligen Schreib-, Lese- oder Loschbefehl ein ent- 
sprechendes Datum, welches zu einem gewissen 
Zeitpunkt an der Halbleiterspeichereinrichtung zum 
Beispiel erscheint, zugeordnet werden kann. 
[0003] Diese Aspekte sind insbesondere wichtig bei 
hochfrequenten oder hoch getakteten Halbleiterspei- 
chereinrichtungen und insbesondere bei Halbleiter- 
speichereinrichtungen vom Double-Data-Rate-Typ, 
zum Beispiel bei sog. DDR-RAMs. 
[0004] Bisher wird beim Stand der Technik den Syn- 
chronizitatserfordernissen dadurch Rechnung getra- 
gen, dass eine Synchronisationseinrichtung vorgese- 
hen ist, bei welcher ein Eingangstaktsignal der Halb- 
leiterspeichereinrichtung generierbar oder empfang- 
bar ist, bei welcher das generierte oder empfangene 
Eingangstaktsignal zeitlich anpassbar ist und bei wel- 
cher das zeitlich angepasste generierte oder empfan- 
gene Eingangstaktsignal als Ausgangstaktsignal 
ausgebbar und der Halbleiterspeichereinrichtung zur 
Verarbeitung zur Verfugung steilbar ist. 
[0005] Dabei ist jedoch problematisch, dass es ei- 
ner Abstimmung der Synchronisationseinrichtung in 
Bezug auf die Schaltungsumgebung bedarf. Diese 
wird bisher im stationaren Betriebszustand ermittelt 
und eingestellt, also fur eine bestimmte und vorgege- 
bene Betriebstemperatur der Halbleiterspeicherein- 
richtung bzw. der Synchronisationseinrichtung. So- 
wie sich aber die Betriebstemperatur der Halbleiter- 
speichereinrichtung und/oder der Synchronisati- 
onseinrichtung andert, gibt es Abweichungen der Ab- 
stimmung des Synchronisationsverhaltens der Syn- 
chronisationseinrichtung im Vergleich zum stationa- 
ren Zustand. Dies ist insbesondere nachteilig beim 
Betrieb von einem normalen Betriebsmodus zu ei- 
nem Energiesparmodus hin und insbesondere beim 
Anfahren aus dem Energiesparmodus in den norma- 
len Betriebszustand hinein. 

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Synchronisationseinrichtung anzugeben, bei 



welcher auf besonders zuverlassige Art und Weise 
eine zeitliche Abstimmung eines Taktsignals erreich- 
bar ist. 

[0007] Die Aufgabe wird bei einer Synchronisati- 
onseinrichtung der eingangs erwahnten Art erfin- 
dungsgemafi durch die kennzeichnenden Merkmale 
von Anspruch 1 gelost Vorteilhafte Weiterbildungen 
sind Gegenstand der abhangigen Unteranspruche. 
Des Weiteren wird die Aufgabe durch eine Halbleiter- 
speichereinrichtung mit den kennzeichnenden Merk- 
malen des Anspruchs 14 gelost. 
[0008] Die erfindungsgemafie Synchronisationsein- 
richtung ist dadurch gekennzeichnet, dass eine tem- 
peratursteuerbare oder temperaturgesteuerte Verzo- 
gerungseinrichtung vorgesehen ist. Ferner ist durch 
die temperatursteuerbare oder temperaturgesteuerte 
Verzogerungseinrichtung eine von einer Betriebs- 
temperatur der Halbleiterspeichereinrichtung abhan- 
gige Signalverzogerung erzeugbar. Ferner ist durch 
die temperatursteuerbare oder temperaturgesteuerte 
Verzogerungseinrichtung das generierte oder emp- 
fangene Eingangstaktsignal etwa urn die Signalver- 
zogerung verzogert ais Ausgangstaktsignal ausgeb- 
bar. 

[0009] Es ist somit eine Kernidee der vorliegenden 
Erfindung, eine Verzogerungseinrichtung innerhalb 
der Synchronisationseinrichtung vorzusehen, welche 
selbst temperatursteuerbar oder temperaturgesteu- 
ert ausgebildet ist. Durch die temperatursteuerbare 
oder temperaturgesteuerte Verzogerungseinrichtung 
wird eine Signalverzogerung in Bezug auf das gene- 
rierte oder empfangene Eingangstaktsignal erzeugt, 
bei welcher die Temperaturabhangigkeit mit beruck- 
sichtigt wird. Die gemafi der jeweils vorliegenden Be- 
triebstemperatur der Halbleiterspeichereinrichtung 
generierte Signalverzogerung wird derart berucksich- 
tigt, dass durch die temperaturgesteuerte oder tem- 
peratursteuerbare Verzogerungseinrichtung das ge- 
nerierte und empfangene Eingangstaktsignal etwa 
urn die generierte Signalverzogerung verzogert als 
Ausgangstaktsignal bereitgestellt wird. 
[0010] Dabei wird insbesondere die Signalverzoge- 
rung, welche temperaturabhangig generiert wird, so 
gewahlt und eingestellt, dass fur das Eingangstaktsi- 
gnal Cin und das Ausgangstaktsignal Cout die Bezie- 
hung 

Cout(t) = Cin(t-At(S)) 



erfullbar oder naherungsweise erfullbar ist. Dabei be- 
zeichnet t die Zeit, At die Signalverzogerung in Bezug 
auf die Eingangstaktsignale Cin und Ausgangstaktsi- 
gnale Cout und ? die Temperatur. 
[0011] Gemali der vorliegenden Erfindung ist durch 
die temperatursteuerbare oder temperaturgesteuerte 
Verzogerungseinrichtung die temperaturabhangige 
Signalverzogerung At(?) so erzeugbar oder generier- 
bar, dass das Ausgangstaktsignal Cout oder dessen 
zeitliches Verhalten im Wesentlichen unabhangig ist 
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von einer Betriebstemperatur der Halbleiterspeicher- 
einrichtung. 

[0012] Dabei werden also insbesondere samtliche 
in der Synchronisationseinrichtung und der Halblei- 
terspeichereinrichtung vorliegenden Temperaturab- 
hangigkeiten der einzelnen Anteile bestimmter Bau- 
gruppen an der Gesamtverzogerung mit berucksich- 
tigt, und es wird die durch die temperatursteuerbare 
oder temperaturgesteuerte Verzogerungseinrichtung 
generierte etgene temperaturabhangige Signalverzo- 
gerung derart angepasst, dass sich fur alle Be- 
triebstemperaturen insgesamt fur die gesamte Syn- 
chronisationseinrichtung und/oder fur die gesamte 
Halbleiterspeichereinrichtung mit Synchronisati- 
onseinrichtung eine iiber samtliche Temperaturen 
konstante Signalverzogerung zwischen Ein- 
gangstaktsignal Cin und Ausgangstaktsignal Cout er- 
gibt. 

[0013] Dabei ist es insbesondere vorgesehen, dass 
fur jede erste Betriebstemperatur ?1 der Halbleiter- 
speichereinrichtung und fur jede zweite Betriebstem- 
peratur S2 eine erste Signalverzogerung At(S1) bzw. 
eine zweite Signalverzogerung At(S2) derart erzeug- 
bar sind, dass fur alle Zeitpunkte t durch die jeweili- 
gen Ausgangstaktsignale Coutl und Cout2 die Bezie- 
hung 

Coutl(t) = Cout2(t) 



erfullbar oder naherungsweise erfullbar ist, wenn nur 
fur die Eingangataktsignale Cinl und Cin2 fur alle 
Zeitpunkte t 

Cinl(t) = Cin2(t) 



erfiillt oder naherungsweise erfullt ist. 
[0014] Dies bedeutet letztlich, dass unabhangig von 
dergegebenen Betriebstemperatur # die Gesamtver- 
zogerung zwischen Eingangstaktsignal Cin und Aus- 
gangstaktsignal Cout konstant bleibt, indem die tem- 
peraturabhangige "Zusatzverzogerung" At(fl) ent- 
sprechend gesteigert oder vermindert wird. 
[0015] Dabei ist es also insbesondere vorgesehen, 
dass bei einer vergleichsweise hoheren Betriebstem- 
peratur d der Halbleiterspeichereinrichtung eine ver- 
gleichsweise kurzere Signalverzogerung M(d) er- 
zeugt wird. 

[0016] Alternativ oder zusatzlich ist es vorgesehen, 
dass bei einer vergleichsweise niedrigen Betriebs- 
temperatur der Halbleiterspeichereinrichtung eine 
vergleichsweise lange Signalverzogerung At(fl) ge- 
nerierbar ist. 

[0017] Zur Durchfuhrung der temperaturabhangi- 
gen Steuerung der Signalverzogerung At ist es vor- 
gesehen, dass ein fur die jeweilige Betriebstempera- 
tur ? der Halbleiterspeichereinrichtung representati- 
ves Temperatursignal T verwendbar ist oder verwen- 
det wird, insbesondere in Form einer sogenannten 



Steuerspannung Vcntrl. 

[0018] Dieses Temperatursignal T ist vorteilhafter- 
weise iiber eine vorgesehene Steuerleitungseinrich- 
tung, insbesondere von extern, zufuhrbar. 
[0019] Ferner ist es vorgesehen, dass das Tempe- 
ratursignal T iiber eine vorgesehene Temperatursen- 
soreinrichtung erzeugbar und zufuhrbar ist. 
[0020] Diese Temperatursensoreinrichtung kann 
insbesondere an einer Steuerleitungseinrichtung an- 
geschlossen sein oder anschlielibar sein. 
[0021] Gemafc einer besonders bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der erfindungsgemalien Synchronisati- 
onseinrichtung ist es vorgesehen, dass die Synchro- 
nisationseinrichtung eine Verzogerungsleitungsein- 
richtung aufweist mit einem Eingangsanschluss, ei- 
nem Ausgangsanschluss und einem Steueran- 
schluss. 

[0022] Ferner ist es alternativ oder zusatzlich vorge- 
sehen, dass die Verzogerungseinrichtung mit einem 
Eingangsanschluss und einem Ausgangsanschluss 
im Ausgangsanschluss der Verzogerungseinrichtung 
vorgesehen ist. 

[0023] Bei einer anderen Alternative der vorliegen- 
den Erflndung ist es vorgesehen, dass eine Ruckkop- 
peleinrichtung mit einem Eingangsanschluss und ei- 
nem Ausgangsanschluss vorgesehen ist. Zusatzlich 
ist eine Phasendetektoreinrichtung mit einem ersten 
und zweiten Eingangsanschluss und einem Aus- 
gangsanschluss vorgesehen. 
[0024] Besonders bevorzugt wird dabei, dass die 
Ruckkoppeleinrichtung mit ihrem Eingangsanschluss 
im Eingangsanschluss der Verzogerungsleitungsein- 
richtung mit dem Ausgangsanschluss der Verzoge- 
rungseinrichtung und mit dem Ausgangsanschluss 
mit dem ersten Eingangsanschluss der Phasende- 
tektoreinrichtung verbunden ist. 
[0025] Ferner kann es vorgesehen sein, dass der 
zweite Eingangsanschluss der Phasendetektorein- 
richtung mit dem Eingangsanschluss der Verzoge- 
rungsleitungseinrichtung und der Ausgangsan- 
schluss der Phasendetektoreinrichtung mit dem 
Steueranschluss der Verzogerungsleitungseinrich- 
tung verbunden sind. 

[0026] Besonders einfach und vorteilhaft ist es, 
wenn gemafc einer weiter bevorzugten Ausfiihrungs- 
form der vorliegenden Erfindung die Verzogerungs- 
einrichtung zwei in Reihe geschaltete Tri-State-lnver- 
ter aufweist oder von diesen gebildet wird. 
[0027] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung besteht darin, eine Halbleiterspeichereinrich- 
tung vorzusehen, bei welcher eine Synchronisati- 
onseinrichtung zum zeitlichen Anpassen eines Takt- 
signals vorgesehen ist und bei welcher diese Syn- 
chronisationseinrichtung nach der Erfindung ausge- 
bildet ist. 

[0028] Diese und weitere Aspekte der vorliegenden 
Erfindung ergeben sich auch anhand der nachste- 
hend aufgelisteten Bemerkungen: 
[0029] In Double-Data-Rate-DRAMs (DDR-RAMs) 
werden die gelesenen Daten zu einer externen Takt- 
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flanke synchronisiert. Die Phasendifferenz zwischen 
dem externen Taktsignal und den gelesenen Daten 
wird dabei minimiert. Die Synchronisation erfolgt mit 
Hilfe sogenannte Delay-Locked-Loop-Schaltungen 
(DLL). In stromsparenden Betriebsraten (power 
down Modi) werden etiiche Schaltungsteile und auch 
die DLL abgeschaltet. Dadurch sinkt die Temperatur 
des Chips. Nach Beendigung des power down Mo- 
dus (power down exit) stimmt die Phasenbeziehung 
zwischen dem externen Taktsignal und den gelese- 
nen Daten nicht mehr gut uberein, da die Phasendif- 
ferenz bei erwarmtem Chip minimiert wurde und bei 
kuhlerem Chip daher nicht mehr exakt stimmt. Die 
vorgeschlagene Losung misst die Temperatur auf 
dem Chip und regelt ein zusatzliches Verzogerungs- 
element nach, urn die Phasendifferenz nach einem 
power down exit zu minimieren. 
[0030] Bisher wurde entweder die DLL im power 
down Modus weiter betrieben oder nach einem po- 
wer down exit eine Vergrolierung der Phasendiffe- 
renz in Kauf genommen. 

[0031] Die Vorteile liegen darin, dass die DLL im po- 
wer down Modus abgeschaltet werden kann, urn 
Strom zu sparen, und dabei trotzdem die Phasendif- 
ferenz minimiert werden kann. 
[0032] Der erfinderische Schritt besteht darin, die 
bestehenden DLL-Schaltungen mit einer temperatur- 
geregelten Verzogerungsschaltung zu erweitern. 
[0033] Fig. 1 zeigt schematised wie die Daten 
DQ<0:n> mit Hilfe der DLL zu einem externen Takt- 
signal (CLK) synchronisiert werden. CLK wird in ei- 
nem Phasendetektor mit dem Ausgang der feed 
back-Schaltung (FB) verglichen. Innerhalb der 
FB-Schaltung wird die Verzogerung des Receivers 
(RCV) und des Off-Chip-Drivers (OCD) nachgebildet. 
Die Verzogerung der delay live (DL) wird solange 
nachgestellt, bis die Phaendifferenz am Eingang des 
Phasendetektors zu null wird. 
[0034] Am Phasendetektor gilt 

*RCV + *OL + WcDL + *FB " *RCV + n 'tyc« 



wobei t^ die Zykluszeit des Taktsignals bezeichnet. 
[0035] Mit 

*FB " Wv + *OCD 



gilt somit die gleiche Beziehung wie zwischen 
CLK-Eingang und DQ-Ausgang 

*RCV + *DL + WcDL + ^OCO ~ n '^cyc 

[0036] Somit sind CLK und DQ<0:n> in Phase fur 

toi = n '^cyc ~ ^OCD ~ *RCV " *VCDL 



t 0L wird stets nachgeregelt, solange der Chip nicht in 



einem power down-Zustand ist, in dem die DLL eben- 
falls ausgeschaltet wird. Im Power down-Zustand 
kuhlt der Chip ab und to^. T RCV und t^ werden kurzer. 
Dadurch ergabe sich eine Phasendifferenz nach dem 
Power down exit zwischen CLK und DQ<0:15>. 
Durch den Temperatursensor (z. B. einer Bandgapre- 
ferenzschaltung, welche auf jedem Chip implemen- 
tiert ist) wird die Temperatur gemessen, in eine Steu- 
erspannung (V^) umgesetzt und die Verzogerung 
der voltage controlled delay line VCDL nachgestellt. 
Eine mogliche Realisierung einer VCDL ist in Fig. 2 
dargestellt. Die Temperaturdrift von t^o, und to L 
kann dadurch teilweise kompensiert werden. Dies er- 
moglicht, die DLL im Power down-Zustand komplett 
abzustellen, da dann keine Nachregelung der delay 
line im Power down-Modus erfolgen muss. 
[0037] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei- 
ner schematischen Zeichnung auf der Grundlage be- 
vorzugter Ausfuhrungsformen naher erlautert. 
[0038] Fig. 1 zeigt in Form eines Blockdiagramms 
das Grundprinzip der erflndungsgemalien Synchro- 
nisationseinrichtung. 

[0039] Fig. 2 zeigt in Form eines Blockdiagramms in 
grofcerem Detail eine Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden erfindungsgemalien Synchronisationsein- 
richtung. 

[0040] Fig. 3 zeigt in Form eines Schaltbildes eine 
Ausfuhrungsform einer temperaturgesteuerten Ver- 
zogerungseinrichtung, welche bei der vorliegenden 
Erfindung Anwendung findet. 
[0041] Nachfolgend werden fur gleiche oder gleich 
wirkende Elemente und Strukturen immer dieselben 
Bezugszeichen verwendet, ohne dass in jedem Fall 
ihres Auftretens eine vollstandige Erlauterung dazu 
wiederholt wird. 

[0042] Fig. 1 zeigt in Form eines Blockdiagramms 
die grundsatzliche Funktionsweise einer Synchroni- 
sationseinrichtung 10 im Bereich einer Halbleiter- 
speichereinrichtung 100 oder dergleichen, und zwar 
gemaft einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung. 

[0043] In einer schematisch angedeuteten Halblei- 
terspeichereinrichtung 100 wird einem Eingangsan- 
schluss 10a, 11a ein Eingangstaktsignal Cin(t), wel- 
ches zeitabhangig ist, einer erflndungsgemalien 
Synchronisationseinrichtung 10 zugefuhrt, welche er- 
findungsgemali eine temperaturgesteuerte Verzoge- 
rungseinrichtung 20 enthalt. Aufgrund der Wirkungs- 
weise der erfindungsgemaB vorgesehenen tempera- 
turgesteuerten Verzogerungseinrichtung 20 erfolgt 
dann die Erzeugung und Ausgabe eines Aus- 
gangstaktsignals Cout(t) am Ausgangsanschluss 
10b, 11b der erfindungsgemalien Synchronisati- 
onseinrichtung 10. Aufgrund der Wirkungsweise der 
erfindungsgemalien Synchronisationseinrichtung 10 
mit der temperaturgesteuerten Verzogerungseinrich- 
tung 20 ergibt sich, dass bei jeglichen zwei Betriebs- 
temperaturen d*\ und d2 die Ausgangssignale Coutl 
und Cout2 identisch zueinander sind und einen iden- 
tischen zeitlichen Verlauf besitzen, wenn nur die Ein- 
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gangstaktsignale Cin1 und Cin2 ebenfalls identisch 
und zeitlich koinzidierend sind. 
[0044] D.h. es gilt zumindest naherungsweise fur 
alle Zeitpunkte t 

Cin1(t) = Cin2 (t) => Cout1(t) = Cout2(t). 

[0045] Fig. 2 zeigt in Form eines Blockdiagramms 
im Detail den Aufbau einer Ausfuhrungsform der er- 
flndungsgemaden Synchronisationseinrichtung 10 
im Bereich einer Halbleiterspeichereinrichtung 100. 
[0046] Uber einen Eingangsanschluss 10a, 11a 
wird ein Eingangstaktsignal Cin mit einem bestimm- 
ten zeitlichen Verlauf, der durch Cin = Cin(t) ange- 
deutet wird, der erfindungsgemaften Synchronisati- 
onseinrichtung 10 zugefuhrt, wobei eine im Ein- 
gangsbereich vorgesehene Empfanger- oder Recei- 
verschaltung 30 eine entsprechende erste Verzoge- 
rungskomponente t^y generiert. Am Ausgang ent- 
steht nach dem Durchlaufen der erfindungsgemafcen 
Synchronisationseinrichtung 10 ein Ausgangstaktsig- 
nal Cout = Cout(t), welches ebenfalls zeitabhangig 
ist. Dabei wird dann ein im Ausgangsbereich vorge- 
sehener Treiberblock, namlich ein Off-Chip-Driver 
OCD, 40, durchlaufen, der seinerseits ebenfalls eine 
Verzdgerungskomponente to CD im Signalverlauf hin- 
terlasst. 

[0047] Kernstucke der erfindungsgemafcen Syn- 
chronisationseinrichtung 10 sind eine Verzogerungs- 
leitungseinrichtung 11 mit einem Eingangsanschluss 
11a und einem Ausgangsanschluss 11b. Ober einen 
Steueranschluss 11c wird die Verzogerungsleitungs- 
einrichtung 11 gesteuert, und zwar uber eine vorge- 
sehene Ruckkoppeleinrichtung 13 und eine vorgese- 
hene Phasendifferenzdetektoreinrichtung 12. Im Be- 
reich des Ausgangsanschlusses 11b ist in Reihe ein- 
gebracht die erfindungsgemaR vorgesehene tempe- 
raturgesteuerte Verzogerungseinrichtung 20, und 
zwar mit ihrem Eingangsanschluss 20a direkt am 
Ausgangsanschluss 11b der Verzogerungsleitungs- 
einrichtung 11 derart, dass der Ausgangsanschluss 
20b der Verzogerungseinrichtung 20 den tatsachli- 
chen Ausgangsanschluss 11d bzw. 10d der Lei- 
tungsverzogerungseinrichtung 11 und damit der Syn- 
chronisationseinrichtung 10 bildet. 
[0048] Der Eingangsanschluss 13a des Ruckkop- 
pelschaltkreises oder der Ruckkoppeleinrichtung 13 
ist direkt mit dem Ausgangsanschluss 20b, 10b, 11d 
der temperaturgesteuerten Verzogerungseinrichtung 
20, der Synchronisationseinrichtung 10 bzw. der Ver- 
zogerungsleitungseinrichtung 11 verbunden. Der 
Ausgangsanschluss 13b der Ruckkoppeleinrichtung 
1 3 ist mit einem ersten Eingang 1 2b einer Phasende- 
tektoreinrichtung 12 verbunden. Der zweite Eingang 
12a der Phasendetektoreinrichtung 12 ist mit dem 
Eingangsanschluss 10a, 11a der Synchronisati- 
onseinrichtung 10 bzw. der Verzogerungsleitungsein- 
richtung 11 verbunden. Der Ausgangsanschluss 12c 
der Phasendetektoreinrichtung 12 wird direkt dem 
Steueranschluss 11c der Verzogerungsleitungsein- 



richtung 11 zugefuhrt. 

[0049] Die temperaturgesteuerte Verzogerungsein- 
richtung 20 besitzt in der in Fig. 2 gezeigten Ausfuh- 
rungsform selbst einen Temperatursensor 21, durch 
welchen eine Steuerspannung Vcntrl erzeugt wird, 
welche als fur die Betriebstemperatur d representati- 
ves Temperatursignal T dient und uber einen Aus- 
gangsanschluss 21 b des Temperatursensors 21 dem 
Steueranschluss 22c einer spannungsgesteuerten 
Verzogerungsschaltung 22 zugefuhrt wird, welche 
den eigentlichen Kern der temperaturgesteuerten 
Verzogerungsschaltung 20 bildet. 
[0050] Fig. 3 zeigt in Form eines Schaltdiagramm 
einen rndglichen und vorteilhaften Aufbau eines 
spannungsgesteuerten Verzogerungsschaltkreises 
22, wie er bei der temperaturgesteuerten Verzoge- 
rungseinrichtung 20 Anwendung finden kann. Dabei 
wird die fur die Temperatur S representative Steuer- 
spannung Vcntrl uber den Steueranschluss 22c den 
Steuergates zweier in Reihe geschalteter Tri-Sta- 
te-lnverter 25 und 26 zugefuhrt, welche jeweils auf 
das Betriebspotential V DD geklemmt sind. Es ist fer- 
ner eine Differenzbildungseinrichtung 27 vorgese- 
hen, die die Differenz zwischen der Steuerspannung 
Vcntrl und der Betriebsspannung V DD bildet. 
[0051] Mit steigender Temperatur 0, also mit wach- 
sendem Temperatursignal T und somit wachsender 
Steuerspannung Vcntrl, sinkt die Ausgangsspannung 
an der Differenzbildungseinrichtung 27c und es wird 
eine verkurzte Verzogerung At erzeugt, so dass die- 
se insgesamt einen verringerten Beitrag zur Gesamt- 
verzogerung der Synchronisationseinrichtung 10 
bringt. Mit sinkender Temperatur, wenn also die sons- 
tigen Komponenten geringere Verzogerungsbeitrage 
liefern, ist auch das Temperatursignal T fur die ent- 
sprechende Betriebstemperatur ? geringer, somit 
liegt auch eine geringere Steuerspannung Vcntrl vor. 
Entsprechend wird durch die in Fig. 3 gezeigte An- 
ordnung eine langere Verzogerung erzeugt, so dass 
insgesamt eine Temperatur eine temperaturunab- 
hangige konstante Verzogerung eingestellt werden 
kann. 
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Bezugszeichenliste 

1 0 Synchronisationseinrichtung, delay locked 
loop, DLL 

11 Verzogerungsleitungseinrichtung 
11a Eingangsanschluss 

lib Ausgangsanschluss 
lie Steueranschluss 
lid Ausgangsanschluss 

12 Phasendetektoreinrichtung, Phasendetektor 
1 2a erster Eingangsanschluss 

1 2b zweiter Eingangsanschluss 
1 2c Ausgangsanschluss 

13 Ruckkoppeleinrichtung, Ruckkopplungsein- 
richtung 

1 3a Eingangsanschluss 
1 3b Ausgangsanschluss 

20 Verzogerungseinrichtung, temperaturgesteu- 
erte Verzd 

gerungseinrichtung 
20a Eingangsanschluss 
20b Ausgangsanschluss 

21 Temperatursensoreinrichtung 
21b Ausgangsleitung 

22 spannungsgesteuerte Verzogerungsleitung 
oder Verzoge 

rungseinrichtung, VCDL 
22c Steuerleitung 

25 erster Tri-State- Inverter 

26 zweiter Tri-State-lnverter 

27 Differenzbildungseinrichtung 
30 Receiver 

40 Off-Chip-Driver 

1 00 Halbleiterspeicherein richtung 

Patentanspruche 

1. Synchronisationseinrichtung fur eine Halblei- 
terspeichereinrichtung, insbesondere fur eine hoch- 
frequente Halbleiterspeichereinrichtung oder fur ei- 
nen DDR-RAM-Speicherbaustein, 

- bei welcher ein Eingangstaktsignal (Cin) der Halb- 
leiterspeichereinrichtung generierbar oder empfang- 
bar ist, 

- bei welcher das generierte oder empfangene Ein- 
gangstaktsignal (Cin) zeitlich anpassbar ist und 

- bei welcher das zeitlich angepasste generierte oder 
empfangene Eingangstaktsignal (Cin) als Aus- 
gangstaktsignal (Cout) ausgebbar und der Halbleiter- 
speichereinrichtung zur Verarbeitung zur Verfugung 
stellbar ist, 

dadurch gekennzelchnet, 

- dass eine temperatursteuerbare oder temperatur- 
gesteuerte Verzogerungseinrichtung (10) vorgese- 
hen ist, 

- dass durch die temperatursteuerbare oder tempe- 
raturgesteuerte Verzogerungseinrichtung (10) eine 
von einer Betriebstemperatur (?) der Halbleiterspei- 
chereinrichtung abhangige Signalverzogerung 
(At(?)) erzeugbar ist und 



- dass durch die temperatursteuerbare oder tempe- 
raturgesteuerte Verzogerungseinrichtung das gene- 
rierte oder empfangene Eingangstaktsignal (Cin) 
etwa urn die Signalverzogerung (At(S)) verzogert als 
Ausgangstaktsignal (Cout) ausgebbar ist. 

2. Synchronisationseinrichtung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dass die Signalverzoge- 
rung (At(?)) so generierbar ist, dass fur das Ein- 
gangstaktsignal (Cin) und fur das Ausgangssignal 
(Cout) die Beziehung 

Cout(t) = Cin (t-At(S)) 



erfullbar oder naherungsweise erfullbar ist, 

- wobei Cin das zeitabhangige Eingangstaktsignal, 

Cout das zeitabhangige Ausgangstaktsignal, t die 

Zeit, At die Signalverzogerung und d die Temperatur 

bedeuten. 

3. Synchronisationseinrichtung nach einem der 
vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die temperaturabhangige Signalverzoge- 
rung (At(?)) so generierbar ist, dass das Aus- 
gangstaktsignal (Cout) Oder dessen zeitliches Ver- 
halten im Wesentlichen unabhangig von einer Be- 
triebstemperatur der Halbleiterspeichereinrichtung 
ist. 

4. Synchronisationseinrichtung nach einem der 
vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dass fur jede erste Betriebstemperatur £1 der 
Halbleiterspeichereinrichtung und fur jede zweite Be- 
triebstemperatur £2 der Halbleiterspeichereinrich- 
tung eine erste Signalverzogerung At(d1) und eine 
zweite Signalverzogerung At(£2) derart erzeugbar 
sind, dass fur alle Zeitpunkt t durch die Ausgangstakt- 
signale Coutl und Cout2 die Beziehung 

Cout1(t) = Cout2(t) 



erfullbar oder naherungsweise erfullbar ist, wenn nur 
Cinl (t) = Cin2 (t) 



fur die jeweiligen Eingangstaktsignale Cin1 und Cin2 
fur alle Zeitpunkte t erfullt oder naherungsweise er- 
fullt ist. 

5. Synchronisierungseinrichtung nach einem der 
vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, 

- dass bei einer vergleichsweise hoheren Betriebs- 
temperatur (d) der Halbleiterspeichereinrichtung 
(100) eine vergleichsweise kiirzere Signalverzoge- 
rung (At) generierbar ist und/oder 

- dass bei einer vergleichsweise niedrigen Betriebs- 



6/10 



2/20/06, EAST Version: 2.0.3.0 



DE 102 41 928 A1 2004.03.18 



temperatur (d) der Halbleiterspeichereinrichtung 
(100) eine vergleichsweise langere Signalverzoge- 
rung (At) generierbar ist. 

6. Synchronisierungseinrichtung nach einem der 
vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dass zur temperaturabhangigen Steuerung der 
Signalverzogerung (At) ein fur die jeweilige Betriebs- 
temperatur (?) der Halbleiterspeichereinrichtung 
(100) representatives Ternperatursignal (T) verwen- 
det wtrd Oder verwendbar ist, insbesondere in Form 
einer Steuerspannung (Vcntrl). 

7. Synchronisierungseinrichtung nach Anspruch 
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ternperatursig- 
nal (T) uber eine vorgesehene Steuerleitungseinrich- 
tung (22c), insbesondere von extern, zufuhrbar ist. 

8. Synchronisierungseinrichtung nach einem der 
Anspruche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, 

- dass das Ternperatursignal fj) uber eine vorgese- 
hene Temperatursensoreinrichtung (21) erzeugbar 
und zufuhrbar ist, 

- welche insbesondere an einer Steuerleitungsein- 
richtung (22c) angeschlossen ist oder anschlie&bar 
ist. 

9. Synchronisationseinrichtung nach einem der 
vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, 

- dass eine Verzogerungsleitungseinrichtung (11) 
vorgesehen ist, mit einem Eingangsanschluss (11a), 
einem Ausgangsanschluss (11b, 11d) und einem 
Steueranschluss und 

- dass die Verzogerungseinrichtung (20) mit einem 
Eingangsanschluss (20a) und einem Ausgangsan- 
schluss (20b) im Ausgangsanschluss der Verzoge- 
rungsleitungseinrichtung (11) vorgesehen ist. 

10. Synchronisationseinrichtung nach Anspruch 

9, dadurch gekennzeichnet, 

- dass eine Ruckkoppeleinrichtung (13) vorgesehen 
ist mit einem Eingangsanschluss (13a) und einem 
Ausgangsanschluss (13b) und 

-dass eine Phasendetektoreinrichtung (12) vorgese- 
hen ist mit einem ersten und einem zweiten Ein- 
gangsanschluss (12a, 12b) und einem Ausgangsan- 
schluss (12c). 

11. Synchronisationseinrichtung nach Anspruch 

10, dadurch gekennzeichnet, dass die Ruckkoppel- 
einrichtung (13) mit ihrem Eingangsanschluss (13a) 
im Ausgangsanschluss (11d) mit dem Ausgangsan- 
schluss (20b) der Verzogerungseinrichtung (20) und 
mit dem Ausgangsanschluss (13b) mit dem ersten 
Eingangsanschluss (12b) der Phasendetektorein- 
richtung (12) verbunden ist. 

12. Synchronisationseinrichtung nach einem der 
Anspruche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, 



- dass der zweite Eingangsanschluss (12a) der Pha- 
sendetektoreinrichtung (12) mit dem Eingangsan- 
schluss (11a) der Verzogerungsleitungseinrichtung 
(11) und 

- dass der Ausgangsanschluss (12c) der Phasende- 
tektoreinrichtung (12) mit dem Steueranschluss (11c) 
der Verzogerungsleitungseinrichtung (11) verbunden 
ist. 

13. Synchronisationseinrichtung nach einem der 
vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Verzogerungseinrichtung (20) zwei in 
Reihe geschaltete Tri-State-lnverter (25, 26) aufweist 
oder von diesen gebildet wird. 

14. Halbleiterspeichereinrichtung, 

- bei welcher eine Synchronisationseinrichtung (10) 
zum zeitlichen Anpassen eines Taktsignals (Cin, 
Cout) vorgesehen ist und 

- bei welcher die Synchronisationseinrichtung (10) 
nach einem der Anspruche 1 bis 13 ausgebildet ist. 

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen 
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